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【はじめに】単層の MoS2は３原子分の厚み(約 0.7 nm)を有する、直接遷移型の半導体であることから

光学デバイスへの応用展開が期待されている。しかし、多量の硫黄欠陥を原因とする発光量子収率の低

下(<1%)がデバイス応用の弊害となっている。近年、単層 MoS2の発光量子収率を大きく改善する手法と

して超酸分子処理法が注目されている 1。我々は、剥離法お

よび CVD 法によって作製された MoS2に対して、UV 光照射を

取り入れた超酸分子処理法によって高フォトルミネッセン

ス(PL)を歩留まり良く得られることを報告した 2。しかし、

本高発光化法の詳細なメカニズムについてはまだ分からな

いことが多く、これを理解することは今後の応用を考える

上で重要である。そこで本発表では、超酸分子が形成する

単層 MoS2との界面に注目したメカニズム解明への取り組み

を報告する。 

【実験方法および結果】Si/SiO2基板上に機械剥離した単層

の MoS2を TFSI(Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide)分子

を溶解させたアセトニトリル溶液 (2 mg/ml)中に 10 分間浸

漬させ、5分間の UV 光照射を行ない、PL 測定を行った。次

に、同一サンプル上に厚さ 100 μm ほどの TFSI 分子溶液層

を形成し、再度 PL 測定を行った。これら一連の測定結果を

Fig. 1a に示す。UV 光照射後、約 160 倍の発光強度の上昇

が確認されたが、TFSI 分子溶液層の形成後、発光強度の減

少が確認された。これは TFSI 分子由来のプロトン濃度の変化に起因すると考えられる(Fig.1b)。また

TFSI 分子処理および UV 光照射処理前後の単層 MoS2の原子間力顕微鏡(AFM)画像を Fig. 2 に示す。一連

の処理により、MoS2表面に高さ数 nm ほどの斑点状のパターンが確認され、TFSI 分子のフィルムの形成

が示唆された。詳細なメカニズムについては当日の発表にて報告する。 
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Fig. 1 (a) PL spectra for the monolayer MoS2 
obtained at each situation (As-exfoliated, 
TFSI treated, Under TFSI solution). (b) 
Schematic images of the situation of MoS2 
surface (TFSI treated, Under TFSI solution).  

Fig. 2 AFM images of as-exfoliated and 
TFSI treated monolayer MoS2.   

Fig. 2 ~Surface morphology changes~ 

主張 : TFSI ultra thin filmの形成が重要

溶液導入でPL小（thin filmの必要性）→AFM画像からTFSI thin filmの形成確認→被覆による安定化

ナノメートルオーダーの厚みを
持つフィルム形成を確認
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